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１．概要（Summary） 

CuO ナノワイヤ(CuO nanowire: CuO NW)は直径が

ナノメートルオーダーの金属酸化物であり，他の金属酸化

物よりも安価で比表面積・電気化学特性に優れている．ま

た加熱のみで容易に生成が可能な熱酸化法という方法が

注目されている．しかしその生成メカニズムは未だ解明さ

れていない．そこで今回は早稲田大学のナノ・ライフ創新

研究機構の設備を利用して CuO NW の生成およびその

観察を行った． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム蒸着装置 

FE-SEM(S-4800) 

【実験方法】 

先行研究[1]を基に CuO NW の生成を行った．具体的

には 10×10×0.28 mm の Si ウェハ上に Cu を 1 µm，ま

た Si ウェハと Cu 層の密着性を向上させるために Cu を

成膜する前に Ti を 100 nm 成膜した．その後成膜された

Si ウェハを本研究室で所有している電気加熱炉を用いて

熱処理を行って Si ウェハ表面に CuO NW を生成させ，

FE-SEM を用いた観察を行った．加熱条件を以下に示

す． 

 加熱温度: 400 °C 

 加熱時間: 2，4，6 時間 

 昇温速度: 8 °C/min 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

加熱を行った Si ウェハの写真を Fig. 1 に示す．Fig. 1

より Si ウェハ上に成膜された Cu 層が酸化され黒く変色し

ていることが確認された．また Si ウェハの試験片の右下部

に表面の剥離が存在することが確認された．また加熱を行

った Si ウェハの形態観察結果を Fig. 2 に示す．Fig. 2 より

加熱時間 2～4 時間で表面に CuO NW が生成されている

ことが確認されたが加熱時間 6 時間では表面に CuO NW

は見られなかった． 

 

Fig. 1 Image of Cu/Ti/Si wafer after heating. 

   

(a) 2 h (b) 4 h (c) 6 h 

Fig. 2 SEM images of Cu/Ti/Si wafer heated at 

400 °C in air for different heating time. 
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